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１．概要（Summary） 

キサンテン骨格を有する新規ポリフェノールを基

材とした分子性ネガ型レジストの電子線描画による

パターニング評価を行った。その結果、ハーフピッチ

30 nmの微細パターンが形成でき、本レジストの産業

利用の可能性が確認できた。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した共用設備：電子線描画装置(50 kV, 30 kV)、

走査型電子顕微鏡、触針式表面形状測定装置 

電子線描画装置を用いて、分子性ネガ型レジストの

露光を行った。現像後、走査型電子顕微鏡によりレジ

ストパターンの表面および断面形状を観察し、パター

ニング評価を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

パターニング評価サンプルの SEM像を Fig. 1に示

した。本レジストは 64μC/cm2でパターニングでき、

ハーフピッチ 100 nmの良好な形状のパターンを確認

した。またハーフピッチ 30 nm についてもパターン

が確認された。 

本レジストの産業利用の可能性が確認された。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 SEM images of resist pattern 

(a) 100nm hp (top view) 

(c)30nm hp(top view) 

(b)100nm hp(cross section view) 

(d)30nm hp(cross section view) 


